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Um die Zuverldssigkeit von Halbleiter-Leistungsbauelementen zu unter-
suchen, sollten unterschiedliche Tests durchgefiihrt werden. Im Rahmen
dieser Bachelor-Thesis wird ein Lastwechselteststand fiir IGBT aufgebaut.
Die Messungen iiberwacht die Spannung der IGBT. Die Auswertung der
Daten ermoglicht es, herauszufinden welche Temperatur die Halblei-
ter-Leistungsbauelemente haben und wie stark diese belastet werden.

Ausgangslage

Die Halbleiter-Leistungsbauelemente sind sehr wich-
tig fur die Leistungselektronik. Aufgrund der Material-
vielfalt gibt es viele Moglichkeiten, ein solches Modul
aufzubauen, das sich nach Strom- und Spannungs-
klasse, Kiihlkonzept und Einsatzort unterscheidet.
Fir die Anwendung werden hohe Anforderungen an
die Zuverldssigkeit gestellt. Die Halbleiter kénnen
aufgrund des unterschiedlichen thermischen Ausdeh-
nungsverhaltens der Materialien ausfallen. Es kommt
in der Anwendung zu thermomechanischen Spannun-
gen, welche zu Alterung, Schadigung und zum Ausfall
des Bauteils fihren kénnen. Es wird ein Lastwechsel-
teststand aufgebaut um die Zuverldssigkeit zu testen.

Umsetzung

Zu Beginn der Thesis ist ein Teststand aufgebaut wor-
den, der es erlaubte die Spannung und die Temperatur
der IGBT in einer Klimakammer zu kalibrieren. Die
IGBTs wurden in der Klimakammer auf 150° C erhitzt,
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danach wurde die Klimakammer ausgeschaltet. Der
Halbleiter kiihlte sich langsam wieder auf die Raum-
temperatur ab. Die Temperaturen und Spannungen
wurden iber den gesamten Zeitraum erfasst. Aus
diesen Werten der Abkiihlungsphase ist die Kalibrier-
kurve erstellt worden. Anschliessend ist der Last-
wechselteststand aufgebaut worden. Das Oszilloskop
im Lastwechselteststand erlaubt es, die Spannung
beim Ein- und Ausschalten des IGBT zu betrachten.
Diese Werte werden extrahiert und zusammen mit der
Kalibrierungskurve kann die erreichte Chip-Tempera-
tur der IGBT geschatzt werden.

Resultat und Ausblick

Die Kalibrierung der IGBT wurde erfolgreich umge-
setzt. Der Lastwechselteststand wurde ebenfalls funk-
tionstlichtig aufgebaut, dieser kann ohne Probleme
durch zusatzliche IGBT-Priiflinge ergénzt werden. Es
steht gentigend Platz am Kihlkérper zur Verfligung.
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